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MEMS や Fin FET 等の立体デバイスの性能向上の

ためには、外界との境界領域やキャリア輸送領域であ

る立体構造の側壁表面やファセット表面の原子精度で

の制御が重要である。しかし、これら立体表面の評価、

制御は困難であるため、研究は今まで進展していな

かった。そこで、我々は立体加工、真空加熱処理、

RHEED 観察の複合展開により Si立体表面の評価に成

功してきた 1)-5)。 

我々は電子線入射方位角 (φ)の異なる複数枚の 

RHEED パターンから、三次元逆空間マップ（3D-RSM）

を作成する方位角スキャン RHEED 法を開発してきた

4)。この計測法では 3D-RSM中に現れる、表面垂直方

向の逆格子ロッドの観測が重要になる(図 1)。しかし、

平坦基板表面では広範囲に明瞭なロッドが出現するも

のの、立体表面では特定範囲の方位角しか寄与しない

ため十分ではなかった。そこで、基板の方位角に加え、

視射角(θ)回転も制御可能な多軸 RHEED システムを構

築してきた 6)。  

現在、測定装置・ソフトの改良を行い、3D-Si{111}

試料のファセット表面の逆格子ロッドの視覚化に成功

している 7)。また、これまでのシステムでは、多軸制

御のプログラム(LabVIEW)とパターン撮影用 CCD カ

メラのプログラムが別々であるため、煩雑で撮影条件

設定に問題点があった。 そこで、CCD カメラも制御

する統一型プログラムを新たに開発した（図 2、図 3）。

これにより、短時間で精度の良い 3D-Si 試料のファ

セット表面の測定に成功した。講演ではその詳細を報

告する。  

 

図 1.立体表面の逆格子ロッド 

 

 

図 2.新しい統一プログラム図 

 

 

図 3..測定結果シーケンス図 
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